


Au cceur de tout microprocesseur, il y a le trangis interrupteur en position ouverte ou fermg
tor. Il est composé de trois éléments qui reposeéalisant les O et les 1 de l'information binaire.

sur un substrat de silicium ( énéralement mag2our au menter la rapidité et baisser la conrso
sif) dopé la rille (ou porte), la source et le draimation des transistors, lindustrie de la mic
Lorsqu’une tension électrique est appliquée slectronique n'a cessé de réduire leur taille jus(
la rille, un courant d'électrons circule entre &teindre la vin taine de nanomeétredes fuites
source et le draivia le silicium. Ainsi, en applide courant sont alors apparues, dé radant |
quant, ou non, une tension, un transistor a it pErformances des transistors...
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Pour enrayer les fuites de courant, la technoloaeriere c’est la @olarisation face arriese La
FDSOI consiste a utiliser une trés ne couche dembinaison de cette tension et de la couc]

silicium posée sur une ne couche d'oxyde ee silioxyde isolant a it alors comme une secon(
cium isolant. A issant comme une barriére, cettélle. Et, en fonction des tensions relatives-apj
derniére est posée sur le substrat de silicium quiées sur les faces avant et arriere du transis
ne nécessite plus d'étre dopé. ses propriétés peuvent étre modi ées a fagen

Les performances du transistor peuvent étre auransistor FDSOI peut étre soit trés peu ourma
mentées en appliquant une tension sur sa faee éner ie, soit trés rapide.




